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e /MAE IEPNIEN e /MAE IEPNIEN
A 2.90 3.10 c4 1.55 0.55
Al 0.20 0.30 C5 0.85
A2 0.60 0.70 D 1.00REF
A3 0.41 0.42 D1 0.50
B 4.30 4.50 D2 0.19 10
B1 6.30 6.50 R1 0.15TYP
B2 5.404 5.504 R2 0.15TYP
C 0.95 1.05 01 12°TYP
C1 0.415 0.465 02 12°TYP
C2 0.39 0.49 03 o°~7°
Cc3 0.05 0.15
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R (mm) , JGF (mm)
GER= e
e/ ME I SNEN /M I SPNEN
A 4.7 5.1 L 0.35 0.55
Al 3.8 4.0 L1 0.60 REF
A2 1.25 1.45 e 0.95 BSC
b 0.1 0.3 el 1.90 BSC
b2 1.27(TYP) ) 0° 10°
c 0.33 | 0.51 o1 3° 7°
D 0.32(TYP) 02 4.7° 5.1°
E 0.675 | 0.725 E1 6 10




